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(57)摘要

在基板(1)之上形成有外延层(2)。在外延层

(2)形成有场效应晶体管(3)。在外延层(2)之上

形成有漏极焊盘(8)。漏极焊盘(8)与场效应晶体

管(3)的漏电极(5)连接。背面电极(13)形成于基

板(1)的背面，并与场效应晶体管(3)的源电极

(6)连接。引线(16)与漏极焊盘(8)接合。在漏极

焊盘(8)的正下方，在基板(1)形成有空洞(17)。

空洞(17)不形成在引线(16)的接合部分的正下

方。
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1.一种半导体装置，其特征在于，具备：

基板；

外延层，其形成于所述基板之上；

场效应晶体管，其形成于所述外延层；

漏极焊盘，其形成于所述外延层之上，并与所述场效应晶体管的漏电极连接；

背面电极，其形成于所述基板的背面，并与所述场效应晶体管的源电极连接；以及

引线，其与所述漏极焊盘接合，

在所述漏极焊盘的正下方，在所述基板形成有空洞，

所述空洞不形成在所述引线的接合部分的正下方。

2.根据权利要求1所述的半导体装置，其特征在于，

所述空洞形成于所述基板以及所述外延层。

3.根据权利要求1或2所述的半导体装置，其特征在于，

所述漏极焊盘被狭缝分离为多个焊盘，

所述引线跨越所述狭缝而与所述漏极焊盘接合。

4.根据权利要求3所述的半导体装置，其特征在于，

所述多个焊盘通过布线相互连接。

5.根据权利要求3或4所述的半导体装置，其特征在于，

所述多个焊盘的各焊盘具有：基底部分、和形成于所述基底部分的外周部之上的突起

部，

所述引线与配置在所述狭缝的两侧的所述突起部接合。

6.根据权利要求5所述的半导体装置，其特征在于，

还具备将所述漏电极与所述漏极焊盘连接的空气桥布线，

未被引线接合压扁的部分的所述突起部与所述空气桥布线的材料的厚度相同。

7.根据权利要求1～6中的任一项所述的半导体装置，其特征在于，

所述背面电极堵塞所述空洞。
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半导体装置

技术领域

[0001] 本公开涉及半导体装置。

背景技术

[0002] 在场效应晶体管中，在基板的表面侧形成有源极焊盘和漏极焊盘，在基板的背面

侧形成有背面电极。背面电极和源极焊盘通过通孔连接。高输出放大器所使用的场效应晶

体管的漏极焊盘，为了使较大的电流流动而接有多条引线，因此形成得较大。在该表面侧的

漏极焊盘与背面侧的n型半导体基板或背面电极之间形成有较大的寄生电容。为了减少该

寄生电容，提出一种从背面对基板进行蚀刻并在漏极焊盘的下方形成空洞的技术(例如，参

照专利文献1)。

[0003] 专利文献1：日本特开2002‑270822号公报。

[0004] 但是，以往在引线的接合部分的正下方形成有空洞，因此很难确保可以承受引线

接合的冲击的强度。

发明内容

[0005] 本公开是为了解决上述那样的课题所做出的，其目的在于得到能够减少寄生电容

并且承受引线接合的冲击的半导体装置。

[0006] 本公开的半导体装置，其特征在于，具备：基板；外延层，其形成于所述基板之上；

场效应晶体管，其形成于所述外延层；漏极焊盘，其形成于所述外延层之上，并与所述场效

应晶体管的漏电极连接；背面电极，其形成于所述基板的背面，并与所述场效应晶体管的源

电极连接；以及引线，其与所述漏极焊盘接合，在所述漏极焊盘的正下方，在所述基板形成

有空洞，所述空洞不形成在所述引线的接合部分的正下方。

[0007] 在本公开中，在漏极焊盘的正下方，在基板形成有空洞。因此，不减小漏极焊盘的

面积，而能够减少漏极焊盘与背面电极之间的寄生电容。另外，空洞不形成在引线的接合部

分的正下方。因此，能够承受引线接合的冲击。

附图说明

[0008] 图1是表示实施方式1的半导体装置的俯视图。

[0009] 图2是沿着图1的I‑II的剖视图。

[0010] 图3是沿着图1的III‑IV的剖视图。

[0011] 图4是沿着图1的V‑VI的剖视图。

[0012] 图5是表示比较例1的半导体装置的剖视图。

[0013] 图6是表示比较例2的半导体装置的剖视图。

[0014] 图7是表示实施方式2的半导体装置的俯视图。

[0015] 图8是沿着图7的I‑II的剖视图。

[0016] 图9是表示实施方式3的半导体装置的俯视图。
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[0017] 图10是表示实施方式4的半导体装置的剖视图。

[0018] 图11是表示实施方式5的半导体装置的剖视图。

具体实施方式

[0019] 参照附图对实施方式的半导体装置进行说明。对相同或对应的构成要素标注相同

的附图标记，有时省略重复的说明。

[0020] 实施方式1

[0021] 图1是表示实施方式1的半导体装置的俯视图。图2是沿着图1的I‑II的剖视图。图3

是沿着图1的III‑IV的剖视图。图4是沿着图1的V‑VI的剖视图。

[0022] 在基板1之上形成有外延层2。基板1是由GaAs、SiC、InP、蓝宝石、GaN或者金刚石等

构成的半绝缘性基板。外延层2的材料例如是GaAs、GaN或者InP。但是，基板1也可以是由n型

硅等构成的n型半导体基板，在该情况下，外延层2也由硅构成。

[0023] 在外延层2形成有场效应晶体管3。场效应晶体管3具有多个栅极电极4、多个漏电

极5、以及多个源电极6。各栅极电极4配置在相邻的漏电极5与源电极6之间。

[0024] 在外延层2之上形成有栅极焊盘7、漏极焊盘8、以及源极焊盘9。栅极焊盘7经由栅

极布线10而与多个栅极电极4连接。漏极焊盘8经由空气桥布线11而与多个漏电极5连接。源

极焊盘9经由跨越栅极布线10的空气桥布线12而与多个源电极6连接。

[0025] 背面电极13形成于基板1的背面。背面电极13经由贯通基板1和外延层2的通孔14

而与源极焊盘9连接。引线15与栅极焊盘7接合。多个引线16与漏极焊盘8接合。引线15、16的

接合的大小为50～60μm。
[0026] 基板1从背面侧被蚀刻，在漏极焊盘8的正下方，在基板1及外延层2形成有多个空

洞17。各空洞17的宽度为80μm左右。多个空洞17不形成在多个引线16的接合部分的正下方。

[0027] 接着，与比较例1、2进行比较来说明本实施方式的效果。图5是表示比较例1的半导

体装置的剖视图。在比较例1中在引线16的接合部分的正下方形成有空洞17。因此，很难确

保承受引线接合的冲击的强度。图6是表示比较例2的半导体装置的剖视图。在比较例2中在

基板1不设置空洞17，在漏极焊盘8的正下方将背面电极13的一部分去除。但是，半导体装置

安装于封装体GND18，因而在漏极焊盘8与封装体GND18之间产生寄生电容。因此，即使将背

面电极13的一部分去除，寄生电容也几乎没有变化。

[0028] 与此相对，在本实施方式中，在漏极焊盘8的正下方，在基板1形成有空洞17。空洞

17的内部是空气或真空，空洞17的内部的介电常数比基板1小。因此，不减小漏极焊盘8的面

积，而能够减少漏极焊盘8与背面电极13之间的寄生电容。

[0029] 另外，空洞17不形成在引线16的接合部分的正下方。因此，空洞17的上方的较薄的

漏极焊盘8不会被机械地、物理地破坏，能够承受引线接合的冲击。另外，即使在空洞17的上

方存在因引线接合压扁而变宽的引线材料的一部分，只要空洞17的上方的漏极焊盘8不被

破坏即可。

[0030] 另外，蚀刻到达漏极焊盘8的背面，空洞17不仅形成于基板1，也形成于外延层2。由

此，能够进一步减少寄生电容。但是即使残留有较薄的外延层2，也能够充分减少寄生电容。

[0031] 实施方式2

[0032] 图7是表示实施方式2的半导体装置的俯视图。图8是沿着图7的I‑II的剖视图。漏
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极焊盘8被狭缝19分离为多个焊盘。引线16跨越狭缝19而与漏极焊盘8接合。狭缝19的内部

是空气或真空。由此，能够确保对引线接合的基板强度，并且减少漏极焊盘8与背面电极13

之间的寄生电容。其他的结构及效果与实施方式1相同。

[0033] 实施方式3

[0034] 图9是表示实施方式3的半导体装置的俯视图。在实施方式2中，漏极焊盘8被分离

为多个焊盘，因此在晶片工序中的电气特性评价或者晶片测试时，必须使用多个探测器对

漏极焊盘8进行探测。与此相对，在本实施方式中，被狭缝19分离的漏极焊盘8的多个焊盘通

过细的布线20相互连接。由此，只要用一个探测器对漏极焊盘8进行探测即可，因此测试变

得容易。其他结构及效果与实施方式2相同。

[0035] 实施方式4

[0036] 图10是表示实施方式4的半导体装置的剖视图。该图对应于沿着图7的I‑II的剖视

图。被狭缝19分离的漏极焊盘8的各焊盘具有：基底部分8a、和形成在基底部分8a的外周部

之上的突起部8b。基底部分8a和突起部8b通过Au镀敷一并形成。

[0037] 引线16接合于配置在狭缝19的两侧的突起部8b。狭缝19的高度在实施方式2中为

10μm左右，在本实施方式中为15μm左右。因此，能够使狭缝19的高度变高。寄生电容主要将

狭缝19的部分的电容器与基板1的部分的电容器串联连接而成。狭缝19的介电常数相对于

基板1的介电常数为1/10左右，因此仅通过使狭缝19稍稍变高就能够期待较大的减少容量

的效果。另外，由于仅使焊盘的外周部变厚，因此与使焊盘整体变厚的情况相比，能够减少

Au材料的量。

[0038] 另外，若在形成将漏电极5与漏极焊盘8连接的空气桥布线11时同时形成突起部

8b，则能够缩短镀敷时间。在该情况下，未被引线接合压扁的部分的突起部8b与空气桥布线

11的材料的厚度相同。其他结构及效果与实施方式2或3相同。

[0039] 实施方式5

[0040] 图11是表示实施方式5的半导体装置的剖视图。该图对应于沿着图7的I‑II的剖视

图。背面电极13形成于基板1的背面整面。例如，使用Au粒子将晶片状的金属板压接于晶片

状的基板1的背面来作为背面电极13。背面电极13堵塞空洞17，由此能够防止安装时导电性

树脂或焊料进入空洞17。其他结构及效果与实施方式1‑4相同。

[0041] 附图标记说明

[0042] 1…基板；2…外延层；3…场效应晶体管；5…漏电极；6…源电极；8…漏极焊盘；

8a…基底部分；8b…突起部；11…空气桥布线；13…背面电极；16…引线；17…空洞；19…狭

缝；20…布线。
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图2
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图3

图4

图5
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图6

图7
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图8

图9
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图10

图11
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